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【はじめに】電子ビームを用いた誘起堆積法は、試料上の任意の位置に局所的に数十 nm の大き

さの物質を堆積させることができる技術である。我々は、この手法で作製される電子ビーム誘起

堆積 Pt (EBD-Pt)のピエゾ抵抗効果に着目し、原子間力顕微鏡(AFM)用の自己検出型カンチレバー

に応用する研究を行ってきた[1]。この技術は、微小なカンチレバーを用いる時や真空中での観察

等、光てこ法の適用が困難な環境での AFM観察への応用が期待される。その際、自己検出型カン

チレバーの変位感度の向上が課題となる。本研究では、EBD-Ptの膜厚最適化による変位感度の向

上と、ポストアニールによる EBD-Pt材料のゲージ率の向上の二つのアプローチを試みた。 

【実験方法】SiO2のカンチレバー(100 μm × 40 μm × 800 nm)を作製し、カンチレバー根元の電

極間のギャップに EBD-Pt (5 μm × 1 μm)を堆積させた(Fig. 1)。Fig. 2 に変位感度測定時の光学顕

微鏡写真を示す。画像中央に位置する作製した透明なカンチレバーを、画像右からアプローチさ

せた、ばね定数が 100 倍以上高い硬カンチレバーで押さえつけ、変位させた。その際に生じる抵

抗変化をホイートストンブリッジ回路で測定した。 

【結果】50 nm から 170 nm の膜厚の異なる EBD-Pt

を用いた自己検出型カンチレバーの変位感度を測定

したところ、115 nmで最大の変位感度を示した。さ

らに450 ℃までポストアニールを行って測定を行っ

た結果では、250 ℃でポストアニールを行ったとき

に変位感度は最大となり、カンチレバー先端の変位

1 μm あたり、抵抗変化はΔR/R ≒ 2 × 10−3であった。 
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Fig. 1 SEM image of self-sensing cantilever 
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Fig. 2 OM image of deflection sensitivity 
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